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1.Thin and flexible devices.

2. Very low cost production

3. Spread of materials

1. Vey low charge mobility.

2. Low fequency devices



OLED OPVC Top Contact OTFT



1. Indirect detectors based on Organic Photo Transistors (OPTs) 
coupled with plastic scintillators

2. Direct X-ray detectors based on semiconducting organic thin 
films OTFTs

3. The FIRE project will develop an innovative, multidisciplinary 
and synergic collaboration between INFN research units











At the core of each one of the
two modular units, there are
OTFTs. In the NEPRO indirect
detector, the OTFT is
optimized to work as organic
phototransistor (OPT). In the
PHOX direct detector, the
OTFT is tuned to enhance its
direct electrical response to X
and gamma-rays (OTFT-
DECT).



Dosi:  2-10Gy , rate 0.5-2cGy/s
200MeV Protons, 109protoni/s
Sampling Freq. 0.1-1Hz
Disposable
State of the Art: Mosfet «moskin»
Volume 10-6mm3
Dose measurement uncertain 10%

Dosi:  Photons : 10-500keV and 500keV-1MeV (flux
10^6ph/pulse)
Neutrons 0.02-1MeV (flux 10^9 n/pulse)

State of the Art: 
• B3 (3kGy-100 kGy), to be positioned very close to 

interaction point (very Thin (20 μm) foils) 
• HDV2 (10 Gy – 1kGy) for intermediate range (90 

μm thickness)
• EBT3 (1-80 Gy)  (300 μm thickness)





Spettri di scintillazione dei campioni spessi 6 mm  
a base di ASP-1120 e PSS22. E’ riportato anche lo 
spettro dello scintillatore di riferimento EJ-212

Maschera di processo per la 
realizzazione dei dispositivi 
OPT e OTFT-DECT



(a) Struttura molecolare del TIPGe-pentacene. (b) Tipica risposta a diversi dose rates di 
radiazione X  di un campione di TIPGe depositato per drop casting su substrato plastico. Le 
aree grigie indicano le finestre di irraggiamento. (c)Iimmagine ottica che mostra l’area 
attiva del dispositivo con TIPGe depositato per drop casting. Lo zoom evidenzia il 
ricoprimento parziale dei cristalliti di semiconduttore organico sulla superficie degli 
elettrodi e del canale. Immagine AFM di un film di TIPS-pentacene depositato a bassa 
velocità (4mm/s) (d) ead alta velocità (28 mm/s) (e) su substrato Si/SiO2. (f) Rispettivi plot 
di sensitivity ai raggi X.



a) Caratteristiche di trasferimento, 
misurate in vuoto ed in aria, di un OTFT 
con SU8 come dielettrico di gate. b) 
Caratteristiche I-V di una struttura MIM 
con ECR-PECV SiO2.  c) Caratteristiche di 
trasferimento di un OTFT su substrato 
rigido con ECR-PECV SiO2 come 
dielettrico di gate. d) Dispositivi organici 
con con ECR-PECV SiO2 realizzati su 
substrato plastico flessibile (PEN). e) 
Caratteristiche di trasferimento di un 
OTFT con ECR-PECV SiO2 come 
dielettrico di gate realizzato su PEN. f) 
Risposta alla luce (λ<450 nm) di un OPT 
con ECR-PECV SiO2 come dielettrico di 
gate e DNTT come semiconduttore, 
realizzato su PEN. 
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